
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 .. 

ELEMENTY Tranzystory typu 
3375-30/07 

PÓŁPRZEWODNIKOWE 
Be 237, Be 23B, Be 239 

Grupa katalogowa 1923 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczegó- Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
łowe wymagania dotyczące tranzystorów NPN małej CE 35. 
mocy, małej częstotliwości, wykonanych technologią 

epitaksjalno-planarną, typu BC 237, BC 238, BC 239 Tablit:a l. Oznaczenie typu (podtypu) kodem 

W obudowie plastykowej, do zastosowań powszechnego 
użytku oraz w urządzeniach wymagających zastosowa­
nia elementów wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory przeznaczone są do pracy w stopniach 
wejściowych i sterujących wzmacniaczy małej częstotli­
wości. 

Tranzystory BC 239 przeznaczone są głównie do za­
stosowań w stopniach wejściowych o niskim poziomie 
szumów. 

Tranzystory BC 237, BC 238, BC 239 mogą być sto­
sowane jako pary komplementarne z tranzystorami ty­
pu BC 307, BC 308, BC 309. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów: 
- standardowej jakości (poziom ' jakości I) 

40/125/04, 
- wysokiej jakości (poziom jakości III) 

40/125121, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -

40/125/56. 
2. Przykład oznaczenia 
a) tranzystora standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BC 237 A BN-!l'i'Y3375-30/07 

b) tranzystora wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BC 237 A/3 BN-87/3375-30/07 

c) tranzystora bardzo wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR BC 237 A/4 BN-87r3375-30/07 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę­
pujące dane: 

a) oznaczeni~ typu (podtypu) kodem wg tab!. I, 
b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso­

kiej i bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowa­
ne cyfrą 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości cy­
frą 4, umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń tranzystora -
wg rysunku i tab!. 2. 

Typ tranzystora 

BC 237 
BC 237A 

'. BC 237B 
BC 238 
BC 238A 
BC 238B 
BC 238C 
BC 239 
BC 239B 
BC 239C 

l 

~ n 

A-A 

2 

A 

c:::. ,.. 

Kod 

237 
237A 
237B 
238 
238A 
238B 
238C 
239 
239B 
239C 

'lVI/konanie I 
f1 

WI/konanie 11 
f1 

IBM 87/3315-301071 

l - dopuszcza się ślad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na po­
wierzchni korpusu obudowy, 2 - dopuszcza się ubytki na krawę­

dziach wyprowadzeń h :;:;; 0,05. 

Zgłoszona przez Zakłady Przemysłu Elektronicznego KAZEL 
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 21 listopada 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1988. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd. 1,00 Nakł. 2400 + 40 Zam. 621/88 Cena zł. 64 ,00 
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Tablica 2. Wymiary obudowy CE 35 

Sym npl Wymia ry, mm Symbo l Wymiary, mm 
Kąt 

o .. . 
wymia ru wymIaru 

mln nom max mln nom max nom 

A 4,5 - 5,2 I 12,5 - 14,5 -
b OJ 5 - 0,55 M 3,6 - 4,2 -
b, - 0,4 - E 3,4 - 3,6 -
0D 4,5 - 5,2 k 1,2 - 1,5 -
d 1,4 - 1,77 n2 ) 2,6 - 3, I -

e' ) 2,0 - 3,0 a - - - 200 

') Wymia r kontr.\?lowa ny w odil'gl ośc i 2 mm od płaszczyzny 
podstawy obudowy . . 

2) Dotyczy oceny lutownośc i . 

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
3375-30100 p. 5.1. 

I 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, 
CiD 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wym ia rów: 
A, 0D. l wg rysunku i tab!. 2, 

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tab!. 3, 
c) badania grupy B, C i D wg tab!. 4, 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasIe I po 

badaniach grupy B, C i D wg tab!. 5. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-30100. 

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 C2 

Ppd ~ " lł r" 
Kontro lo- Metoda pomiaru Je- Wa rtości graniczne 

nadań Rodzaj bada niil 
wany pa- wg PN-74/ 

Warunki pomiaru 
dno-

BC 237 BC 238 BC 239 
ra metr T-0 1504 stka 

! miary mln max mln max mln max 

I 2 
, 

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

A2 Sp"" wd7.,·nie l e80 a rk . 05 Ue. = 45 V - 15 - - - -
pods t" wllwych h= O 

nA 
p,młlllc trów 

UeB = 20 V 15 15 
dl'kt,.ycznych - - - -

h =O 

I U( BR) cm a rk. 03 l e = 2 mA V 45 - 20 - 20 -
I IB = O 

U(8Rł EBO a rk. 04 fe = I J.l A V 6 - 5 - 5 -
l e = O 

, 

h21E' ) I a rk. O I lc=2 mA 110 480 110 850 200 850 

l UCE = 5 V 
A 110 240 110 240 - --, 

I B 200 480 200 480 200 480 

I 
I I I 
! C 400 850 400 850 - -

I , , 
l e = 10 J.lA A - - - - - -: 

j UCE = 5 V 
B 40 40 , - 40 - - -

I C - - 100 - 100 -
F ark . 46 l e = 0,2 mA - 10 - 10 - 4 

UCE = 5 V 

R. = 2 kO 
fi= I kHz 

I tJ.f = 200 Hz dB 

I l e = 0 ,2 mA - - - - - 4 
UCE = 5 V 

R. = 2 kO 
f = 30 Hz+15 kHz 

A3 Spra wdzenie UBE a rk . Ol l e = 2 mA V 0 ,55 0,7 0 ,55 0 ,7 0,55 0,7 
('2 dru~. () rzęd nyc h UCE = 5 V 

parametrów 
U CE j al a rk . 02 l e = 10 mA V 0,25 0,25 0,25 

elek trycznych - - -
l. = 0,5 mA 

USE sal ark . 02 l e = 10 mA V - 0,8 - 0,8 - 0,8 
l. = 0 ,5 mA 

fr a rk. 24 f e = 10 mA MHz 150 - 150 - 150 -
UeE = 5 V 
f= 100 MHz 

e CBO ark . 22 UeB = 10 V pF - 4,5 - 4,5 - 4,5 
f= I MHz 

, 
-
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cd. tab!. 3 

Podgrupa 
Kontrolo- Metoda pomiaru Je- Wartości graniczne 

badań Rodzaj badania 
wany pa- wg PN-74/ 

Warunki pomiaru 
dno-

BC 237 BC 238 BC 239 
rametr T-01504 stka 

miary mm max mm max mln max 

I 2 3 , 4 5 6 7 8 9 /O II 12 

A4 Sprawdzenie I C80 ark. 05 U C8 = 40 V ~A - 5 - - - -
parametrów h=O . 
elektrycznych 

UC8 = 20 V 5 5 
125°C 

- - - -
W 10mb = 

h=O (poziom III i IV) 

') Selekcja na klasy wzmocnienia A, B, C tylko na życzenie odbiorcy. 
.. 

Tablica 4. Wymagania szczceółowe do badań grupy B, C D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań 

I 2 3 4 

I BI , C I Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wyprowa- próba Ub: metoda 2, 2,5 N , I cykl próba Ual: 5 N 
dzeń . 
Sprawdzenie szcze lności próba QI , wodny roztwór all'enolu 

2 B2, C3 Sprawdzenie lutowności wyprowadzeń ocena lutowności nie obejmuje czół wyprowadzeń (po 
wycięciu belki) oraz bocznej powierzchni nu wymiarze 
n (po WycięCIU mostków) 

3 B3. C9 Sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobodne poł ożenie tranzys tora w czasie spada nia: wyprowadze-
niami do góry 

4 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymałośc i na udary wielokrot ne mocowanie zu obudowę 

5 B5, C5 Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany tempera- T A = -55°C; T 8 = 155°C 
(poziom jako- tury 
śc i I II I IV) 

6 B6. C6 Sprawdzenie odpornośc i na narażenia elekt ryczne układ OB wU e PN -78/T-0 151 5 tab!. 5; obciążenie: 

d la BC 237: UC8 = 30 V, fE = 10 mA 
dla BC 238 i dla BC 239: UC8 = 15V,h=20mA 

7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu O ,20 -:-Q ,25 g / 

8 C4 Sprawdzenie wytrzymałości 
. .-

s tałe kierunek probieczy: obydwa kierunki wzdłuż osi na przyspleszenl3 wy-
prowadzeń , mocowa llle na obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stijłej często- moc owa 111 e za obudowę 
tliwości (dla poziomu I) 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej 
częstotliwości (d la poziomu III I IV) 

" 

9 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania temperatura kąpieli 350°C 

/O C7 Sprawdzenie wyt rzymałości na zimno ; (sIg min = - 55°C , 
(poziom jako-

ści IV) 

II C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco l sIg milX 
- 155°C , -

(poziom ja ko-
ści III I IV) 

12 CIO Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tab!. 2 

13 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie atmosfe- temperatura narażenia 25°C 
(poziom jako- ryczne 
ści III I IV) 

14 02 Sprawdze nie wytrzymałości na rozpuszczalniki a lkohol izopropylowy lub aceton; A i 0 D wg rysunku 
i tab!. 2 

15 03 Sprawdzenie palności palność zewnętrzna 

16 04') Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni 

(poziom jako-
śc i III I IV) 

17 05 Sprawdzenie wytrzymał ości na mglę solną polożenie tranzystora dowolne 
(poziom jako-
ści III i IV) 

I) Badanie stosuje S ię przy za mówieniu wyrobów w w)konaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego. 
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Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, e i D 

OZllaczc-
Mt'toda pomiaru 

Jed- Wartości graniczne 
niC para-

w[! PN-74/T-01504 
Warunki 

Podgrupa badań 
nost-

BC 237 BC 238 BC 239 • 
metru pomiaru ka 

miary mm max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l CBO 
-

ark. 05 UCB = 45 V BI, CI 20 - - - - -
nA 

h = O 
B3, B4, B5, C2, C4, C5, Dl 15 

I 
- - - - -

I 
U CB = 20 V BI, CI - - - 20 20 

nA -
h=O 

B3, B4, B5, C2, C4, e5, Dl 15 15 - - - -
U CB = 45 V B6, C6, C8 nA - 100 - - - -

I I h=O 
C21

) ~A 5 - - - - -
I 

, UCB = 20 V B6, C6, C8 nA - - - 100 - 100 

h= O C2 1) ~ - - - 5 - 5 

h21 E ark. Ol Je = 2 mA BI, B3, B4, B5, CI, C2, C4, 110 480 110 850 200 850 
U CE = 5 V C5, C7 

A 110 240 110 240 - -
, I B ; 200 480 20() 480 200 480 

e - - 400 850 400 . 850 

86, C6, C8 90 580 90 1020 160 1020 
I 

A 90 290 90 290 - --
B 160 580 160 580 160 580 

C - - 320 1020 320 1020 

I 
C22) 45 - 45 - 80 -

A 45 45 - - - -
B 80 - 80 - 80 -

C - - 160 - 160 -
' ) W ciasit.: badania odporności na suche gorąco. 
' J W ":I.asu: badania odporności na zimno. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja oprdcowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
lrull' 1'(1!l'rzl· wodni~ó\V. Zakłady Przemysłu Elektronicznego KAZEL 
w h:.':-./~lllllil'. 

BN-76/T-01504/46 Tranzystory. Pomiar parametrów szumów 
BN-80/3375-30/00 Elementy półprzewodnikowe. Tranzystory małej 

mocy małej częstotliwości. Wymagania i badania 
2. l\<Jrmy związane 

1·!'. ·7-VI -OI504/ ()! Tralll.ystory. Pomiar h21E i napięcIa UBE 

!'N-74/ T-01504/ 02 Tranzystory. Pomiar napięć nasycenia UCE,a. 

! UO/:"' tll 

1't\-74/ T-01504/ 03 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U1BR) CEO, 

U1BR) CES, U 1BR) CER, U 1BR) CEX 

l' ."'· 74/T -{)1504/ 04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U1BR) CBO 

I U1HH) f80 

" 1>; ·7-VT-O I504/ 05 Tranzystory. Pomiar prądów wstecznych ICBo 

i I J:.HO 

l', -74/ T-O 1504/ 22 Tranzystory. Pomiar pojemności C CBO i Cuo 
, ' :-' 74/ T-0 1504/24 Tranzystory. Pomiar modułu Ih 2l.1 w zakresie 

'.\ cz. i cz,stotliwości fr 
I'" ': ~/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymaganw 

; "",b Ilia 

3. Symbol wyrobu wg KTM 
BC 237 1156211301002 
BC 237 A 11562113010 15 
BC 237B 1156211301028 
BC 238 1156211302003 
BC 238A 1156211302016 
BC 238B 1156211302029 
BC 238C 1156211302031 
BC 239 1156211303004 
BC 239B 1156211303017 
BC 239C 1156211303020 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. I-I i tabl. I-I. 

5. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2-;-(-5 i tab I. 1-2. 
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Ptot 
mW 
300 

200 

100 

-40 -25 O 

['\ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

l 

BC 237, BC 238, Be 239 

~ 

" ~ :;..o, 

~ 

" ~, 
" i'. 

ISN 87 / 3375 30/07-1-11 

Rys. I-l 

Tablica I-l. Wartości dopuszczalne 

Ozna- J edno- Wartości 

Lp . czeme Nazwa parametru stka dopuszczalne 
para- miary 

BC BC BC 
met ru 

237 238 239 

I Ucoo Napięci e kolek- V 45 20 20 
to r-baza 

2 UCES Napięc i e kolek- V 45 20 20 
tor-emite r przy 
UBE = O 

3 UCEO Napięc ie kolek- V 45 20 20 
to r-em iter 

4 UEBO Napięcie emiter- V 6 5 5 
-baza 

5 lc Prąd kolek tora mA . 100 

6 l eM Prąd szczytowy mA 200 
kolektora 

7 l o Prąd bazy mA 50 

8 Plot Całkowi ta moc mW 300 
wejściowa (stała 

lub średnia) na 
wszystkich ~ek-

trodach 
.,. 

tamb~25°C 

9 Ij Temperatura oC 150 
złącza 

10 tstg Temperatura oC .-55-0- 155 
przechowywa-
ma 

11 l amb Temperatura oC -40-0- 125 
otoczenia w cza-
sie pracy 

Je 

l 
Jel 
Jez 

/' 
1/ 

rt f/. " .,... 
VeE .. 

IBil e7l3315-30/oe-r-21 

Rys. 1-2 
Objaśnienie do rys. 1-2: Na pięc ie kolankowe - UCEIG... Wartość napię­

cia kolektor-emiter wyznaczona przez ok reś lo ną wartość prądu ko­
lekto ra le na takiej charakterystyce wyjśc iowej tra nzystora l e = 

= f (UCE) przy l. = const, która przechodzi p rzez punkt: f e2 = k l e 
(np. k = 1,1 ), UCE - ok reś l one, np. UeE = I V 

fe 
mA 

8 

6 

1/ 

20 
Ic 

mA 

12 

8 

O 

.... 

i"'" 

'/ 
~ 

'" 

f4j II I 8C237 
I I 

115 Iromb-L.n 
Lł' 1 

25 I 

20 
15 

18" -81/3315'-30/01- I-l 

Rys. 1-3 

" 19l 1&11 1 :~g~ 

1/ 

hZ/E 
NORf1 

l 

o 

8 

10 
6l 

!ił 

~ 
'O 

1 

12 " " 'l 20 'lu V 

18H-871337!-3D/07- 1- 41 

Rys. 1-4 

1811-87/3375- 30107 I-~ 

Rys. 1-5 
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Tablica (-2. Dane charakterystyczne 

• Wa rtości parametrów 
O /1l4h.:/I.: II !\. Warunk i 

Jedno-

Lp . i\o ~ I / \\;.1 
s tka Be 237 Be 238 Be 239 piJ I'a mt..: l ru , rw ra II h: tru po miaru 

mia ry 

mm typ max m m typ max mm typ max 

I ,., .\ 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 

I I COt) I' r,/d Ic-r .. 'wy k()- UCH = 45 V - 0,2 15 - - - - - -
k kt" ,." h = O 

n A 

Ucs = 20 V - - - - 0.2 15 - 0,2 15 
fE = O 

2 U (HR) CE..'U Nap i<; ci,' przl' h i- fe = 2 mA V 45 - - 20 - - 20 - -
c ia k "kk to ,.- / s = O 
-l' nl ikr , 

3 U(SRI ESO Nup i~c i~ p,.z~bi- fE = l !lA V 6 - - 5 - - 5 - -
Cia emitn-haw l ,. = O 

4 U CEsll / Napic;ci~ nas y- Ic = 10 mA V - 0,09 0,25 - 0,09 0.25 - 0,09 0,25 
Cl' J1IJ ko lekt o r- Is = 0,5 mA 
-~m i k,. 

l e = 100 m AI) V 0,2 0,6 0,2 0,6 - - - - -
/ . = 5 mA 

5 V BE SUI Napięc i e nasy- l e = 10 mA V - 0,7 0,83 - 0,7 0,83 - 0,7 0,83 
Cl' !l I'-1 ha za -em i- l . = 0,5 mA 

tn lc= 100 m AI ) V 0.9 1,05 0,9 1,05 - - - - -
l . = 5 m A 

! fi U,,,!) Napięci e ko lan- l e i = 10 m A V 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 , - - -
I ko wc Uc< = l V 

1C2 = I I mA 

7 Ust.' Napięc i ,' baw - Ie = 0,1 m A V - 0,55 - - 0,55 - - 0,55 -
-t..' l11ll c r UCE = 5 V 

lc= 2 mA V 0,55 0,62 0,7 0.55 0,62 0,7 0,55 0,62 0,7 
UCE = 5 V 

l e = 100 m A I) V - 0,83 - - 0,83 - - - -
UCE = 5 V 

8 h 2l E» Sta tyczny l e = 10 !lA A - 90 - -- 90 - - - -
współczynnik UCE = 5 V 

B 40 150 40 150 40 150 
wzmocnie nia - - -

prądowego C - - - 100 270 - 100 270 -
w ukla d zie 

fe = 2 m A 110 480 1I0 850 200 850 
ws pó lnego 

- - -eml-
UCE = 5 V 

tera A 110 180 240 110 180 240 - - -

- B 200 290 480 200 290 480 200 290 480 

C - - - 400 520 850 400 520 850 

f c = 100 m AI) A - 120 - - 120 - - - -
UCE = 5 V 

B 200 200 - - - - - - -
I 

C - - - - 380 - - - -
9 h II} ) Mal osyg nal o wa Ic = 2 mA 1,6 - 8.5 . 1,6 - 15 3.2 - 15 

zwarc iowa Im- UCE = 5 V 
1,6 3,0 4,5 3,0 

peda ncja f = A 1,6 4,5 - - -
weJ- l kHz kn 

śc i owa w ukla- B 3,2 6,0 8,5 3,2 6,0 8,5 3,2 6,0 8,5 
d zie wspó lnego 

C 6,0 9,0. . 6,0 9,0 15 
e m ite ra - - - 15 

.. 

I 
10 II 12," ) M alosygnal owy f c = 2 m A A - 1,5 - - 1,5 - - - -

rozwa rclOwy UCE = 5 V 
x 10-' B 2,0 2,0 2,0 

współczyn ni k f= l kHz - - - - - -
i 

ws tecznego C - - - - 3,0 - - 3,0 -
p rze nosze nia 

n a pięcIOwego , 
wspó lnego emi-
tera 
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cd . tab!. 1-2 

Oznaczenie Warun ki 
J edno- Wartości parametrów 

Lp . Na zwa parametru 
stka 

BC 237 BC ..0138 BC 239 parametru pomiaru 
mia ry 

mm typ max mm typ max mm typ max 

I I h2le') Małosygnałowy f e = 2 mA 125 - 500 125 - 900 240 - 900 
zwa rcIOwy UCE = 5 V 

A 125 200 260 125 200 260 
współczyn nik f= I kHz 

- - -
przenoszema - B 240 380 500 240 380 500 240 380 500 
prądowego 

"- C 450 600 900 450 600 900 
w układzi e 

- - -
wspólnego emi-
tera 

12 hn,l) Małosygnałowa f e = 2 mA - - 60 - - 110 - - 110 
rozwa rcIOwa U CE = 5 V 

A 18 30 18 30 
admifancja wyj-

- - - - -f = I kHz IlS 
ściowa w ukła- B - 30 60 - 30 60 - 30 60 
dzie wspólnego 

C 60 110 60 110 - - - - -
emitera 

13 F Współczynnik Ic = 0,2 mA - 3 10 
, 

- 3 10 - 2 4 

szumów U CE = 5 V 
R. = 2 kO 

f= I kHz 
t1f = 200 H z 

dB 
f e = 0,2 m A - - - - - - - 2 4 

U CE = 5 V 
R. = 2 kO 
f = 30 Hz 7 15 kHz. 

14 f T Czę stotli wość f c = 10 mA MH z 150 300 - 150 300 - 150 300 -
gra mczna UCE = 5 V 

f = 100 MHz 

15 CCHO Pojemność złą - UCH = IOV pF - 2,5 4,5 - 2,5 4,5 - 2,5 4,5 

cza kolekto ra h=O 
f = I MH z 

16 CCHO Pojemność złą- UCH = 0,5 V p F - 8 - - 8 - - 8 -
cza emitera f e = O 

f= I MHz 

' ) Pomiar impulsowy tp ~ 300 IlS. 6 ~ 2%. 
2) Okreś len ie wg rys. 1-2. 
l) Selekcja na kl asy A, B, C tyl ko na życze nie odbiorcy. 


